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【手続補正書】
【提出日】令和3年7月7日(2021.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　載置台を有するプラズマ処理装置の制御方法であって、
　（ａ）第１の周波数でバイアス波形を、前記プラズマ処理装置に配置され、被処理体を
支持する前記載置台に供給する工程と、
　（ｂ）前記第１の周波数よりも高い第２の周波数でソース高周波波形を前記載置台に供
給する工程と、を有し、
　前記（ｂ）の工程は、前記第１の周波数を有する前記バイアス波形の位相に対応して前
記第２の周波数を変化させることを含む、制御方法。
【請求項２】
　前記第２の周波数を変化させることは、前記第１の周波数の逆数である１サイクルにお
いて前記第２の周波数を徐々に変化させることを含む、請求項１に記載の制御方法。
【請求項３】
　前記第２の周波数を徐々に変化させることは、前記第１の周波数の１サイクルにおいて
前記第２の周波数を連続的に変化させることを含む、請求項２に記載の制御方法。
【請求項４】
　前記（ａ）の工程において前記バイアス波形は高周波波形である、請求項１～３のいず
れか一項に記載の制御方法。
【請求項５】
　前記（ｂ）の工程において、前記ソース高周波波形は周波数可変電源により供給される
ことを含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の制御方法。
【請求項６】
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　前記（ｂ）の工程は、第１の状態および第２の状態を有する前記ソース高周波波形を供
給することを含み、前記第１の状態は、前記第２の状態とは異なる前記ソース高周波波形
の周波数又は電圧レベルのうちの少なくとも１つを有する、請求項１～５のいずれか一項
に記載の制御方法。
【請求項７】
　前記（ｂ）の工程において、前記第１の状態の間、前記バイアス波形の少なくとも１つ
のサイクルの間、固定周波数で前記ソース高周波波形が供給され、
　前記第２の状態の間、前記バイアス波形の少なくとも別のサイクルの間、変化する周波
数で前記ソース高周波波形が供給される、請求項６に記載の制御方法。
【請求項８】
　前記（ｂ）の工程は、更に、
　前記第１の状態の間、前記ソース高周波波形を前記バイアス波形の１サイクルの第１部
分で振幅変調し、
　前記第２の状態の間、前記ソース高周波波形を前記バイアス波形の１サイクルの第２部
分で振幅変調し、
　前記第１の状態の間の前記ソース高周波波形のピーク電圧は、前記第２の状態の間の前
記ソース高周波波形のピーク電圧よりも大きい、請求項６に記載の制御方法。
【請求項９】
　前記第２の状態の間、前記ソース高周波波形の前記ピーク電圧は０Ｖである、請求項８
に記載の制御方法。
【請求項１０】
　前記第２の周波数を変化させることは、前記バイアス波形のサイクル内で前記第２の周
波数を変化させることを含み、前記サイクルは、第１セクションと第２セクションとを有
し、前記第１セクションでは前記第２の周波数が一の周波数に設定され、前記第２セクシ
ョンでは前記第２の周波数が前記一の周波数と異なる他の周波数に変更される、請求項１
～９のいずれか一項に記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記第１セクションは、前記サイクル内の前記バイアス波形のピーク電圧を含み、
　前記第２セクションは、前記サイクル内の前記バイアス波形の最小電圧を含む、請求項
１０に記載の制御方法。
【請求項１２】
　所定時間の後、前記第１の周波数又は電圧レベルのうちの少なくとも１つを変化させる
、請求項１～１１のいずれか一項に記載の制御方法。
【請求項１３】
　前記所定時間は、前記バイアス波形の１サイクル又は整数サイクル数である、請求項１
２に記載の制御方法。
【請求項１４】
　前記（ｂ）の工程は、更に前記載置台に前記ソース高周波波形を供給する工程を備える
、請求項１～１３のいずれか一項に記載の制御方法。
【請求項１５】
　前記ソース高周波波形のレベルを、前記載置台に供給される前記バイアス波形と前記ソ
ース高周波波形との双方により生じるインピーダンスの不整合による相互変調歪を抑制す
るように制御する、請求項１４に記載の制御方法。
【請求項１６】
　前記（ａ）の工程は、前記バイアス波形の一部を、固定又は可変ＤＣ電圧として供給す
ることを含む、請求項１に記載の制御方法。
【請求項１７】
　前記（ａ）の工程は、前記固定又は可変ＤＣ電圧を、パルス化されたＤＣ電圧波形とし
て供給することを含む、請求項１６に記載の制御方法。
【請求項１８】
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　前記パルス化されたＤＣ電圧波形は、０Ｖの第１電圧レベルと０Ｖより大きい第２電圧
レベルの状態でオン／オフ変調される、請求項１７に記載の制御方法。
【請求項１９】
　被処理体を支持するように構成された載置台と、
　プラズマ処理空間にてプラズマを生成するように構成されたプラズマ生成ソースであっ
て、バイアス波形の第１の周波数よりも高い第２の周波数でソース高周波波形を前記載置
台に供給するように構成されたソース電源と、前記第１の周波数で前記バイアス波形を前
記載置台に供給するように構成されたバイアス電源と、
　前記第１の周波数を有する前記バイアス波形の位相に対応して、所定時間前記第２の周
波数を変化させるように構成された制御部と、
を有するプラズマ処理装置。
【請求項２０】
　前記制御部は、前記第１の周波数の逆数である１サイクルにおいて前記第２の周波数を
徐々に変化させるように構成される、請求項１９に記載のプラズマ処理装置。
【請求項２１】
　前記制御部は、前記第１の周波数の１サイクルにおいて前記第２の周波数を連続的に変
化させるように構成される、請求項２０に記載のプラズマ処理装置。
【請求項２２】
　前記バイアス電源は、高周波波形として前記バイアス波形を供給するように構成される
、請求項１９又は２０に記載のプラズマ処理装置。
【請求項２３】
　被処理体を支持するように構成された載置台と、
　プラズマ処理空間にてプラズマを生成するように構成されたプラズマ生成ソースであっ
て、バイアス波形の第１の周波数よりも高い第２の周波数でソース高周波波形を前記載置
台に供給するように構成されたソース電源と、
　前記第１の周波数で前記バイアス波形を前記載置台に供給するように構成されたバイア
ス電源と、
　前記載置台に供給される前記バイアス波形と前記ソース高周波波形との双方により生じ
るインピーダンスの不整合による相互変調歪を抑制するように、前記第１の周波数の位相
に対応して、所定期間前記第２の周波数を変化させる手段と、
を有するプラズマ処理装置。
【請求項２４】
　前記載置台は、静電チャックを含む、請求項１９～２３のいずれか一項に記載のプラズ
マ処理装置。
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